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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
{§) Maske zum Mustern einer Mikrolinse 

(§5) Es wird eine- Maske zum Mustern einer Mikrolinse offen- 
bart, die durch folgendes gekennzeichnet ist: 

- e in Glassubstrat; 

- einen Haupt-Lichtsperrbereich (12), der auf einem vorbe- 
stimmten Gebiet das Glassubstrats ausgebildet ist; und 

- Hilfs-Lichtsparrbereiche (13), die urn den Haupt-Lichtsperr- 
bereich ha rum oder auf einem Teil desselben so ausgebildet 
sind, daB, je (anger die Intervalle zwischen dem Haupt- und 
den Hilfs-Lichtsperrbereichen warden, die Intensitat das 
dort hindurchgestrahiten Lichts urn so groSer wird. 
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Beschreibung 



/\1 



Die Erfindung betrifft die Halbleitertechnik, speziel- 
ler eine Maske zum Mustern einer Mikrolinse fur ein 
HalbleiterbauteiL. 5 

Im allgemeinen wird eine Mikrolinse dazu verwendet, 
einfallende^EIcIifauf^ 

bauteils zu fokussieren. Bei einem Festkqrper-Bildsen- 
. sor ist eine derartige Mikrolinse jeder Photodiode zuge- 
ordnet, damit Licht von einem Objekt durch die Mikro- 10 
linse hindurch auf eine zugehdrige Photodiode des Bau- 
teils fokussiert wird, um ein elektrisches Signal zu erzeu- 
gen. Wie es in Fig. 1 dargestellt ist, umfaBt ein.Festkor- 
per-Bildsensor eine Vielzahl matrixformig angeordne- 
ter Photodioden, die einfallendes Licht mittels photo- 15 
elektrischer Wandlung in ein elektrisches Signal umset- 
zen, um eine Ladung zu erzeugen; eine Vielzahl vertika- 
ler CCDs (VCCDs), die in Spalten zwischen den Photo- 
dioden angeordnet sind, um eine Vertikalubertragung 
der eingespeicherten Ladungen zu ermoglichen; und ein 20 
Horizontal-CCD (HCCD), das in einer Linie mit den 
Enden der VCCDs ausgebildet ist, um eine Horizontal- 
ubertragung der von den VCCDs ubertragenen Ladun- 
gen zu ermoglichen. 

Der Festkorper-Bildsensor umfaBt auch einen MeB- 25 
verstarker (SA), der das vom HCCD iibertragene Bildsi- 
gnal erfaBt, um ein elektrisches Signal zu erzeugen; 
Farbfilterschichten und Mikrolinsen iiber den Photodi- 
oden (nicht dargestellt). Nun wird der Aufbau des oben- 
genannten, iiblichen Festkorper-Bildsensors im einzel- 30 
nen unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben, die eine , 
Schnittansicht entlang der Linie A-A' in Fig. 1 zeigt 

Bei diesem Festkorper-Bildsensor sind die Photodi- 
oden 2 zum Umsetzen einfallenden Lichts in ein elektri- 
sches Signal in einer Matrix so angeordnet, daB sie auf 35 
einem Halbleitersubstrat 1 eirien gegenseitigen Abstand 
einhalten, und die VCCDs 3 sind zwischen die Photodi- 
oden 2 eingefugt Eine erste Einebnungsschicht 4 ist dort 
iiber dem Halbleitersubstrat 1 ausgebildet, wo die Pho- 
todioden 2 und die VCCDs 3 ausgebildet sind, und auf 40 
der ersten Einebnungsschicht 4 ist eine Farbfilterschicht 
5 ausgebildet Auch ist auf der Farbfilterschicht 5 eine 
zweite Einebnungsschicht 6 ausgebildet, und Mikrolin- 
sen 7 sind auf dieser den Photodioden 2 entsprechend 
ausgebildet Diese Mikrolinsen 7 dienen zum Fokussie- 
ren von Licht von einem Objekt in maximaler Weise auf 
die entsprechenden Photodioden 2. 

Die folgende Beschreibung betrifft eine herkommli- 
che Maske, wie sie zur Mustererzeugung derartiger Mi- 
krolinsen verwendet wird, sowie ein Verfahren zum 
Herstellen einer Mikrolinse unter Verwendung der her- 
kommlichen Maske. 

Fig. 3 ist eine Draufsicht auf eine herkommliche Mas- 
ke zum Mustern einer Mikrolinse, und Fig. 4 ist eine 

Schnittansicht entlang der Linie B-B' in Fig. 3. Fig. 5 
zeigt die Lichttransmissionscharakteristik der her- 
kommlichen Maske. 

GemaB den Fig. 3 und 4 werden quadratische oder 
andere rechteckige Lichtsperrschichten 9 auf einem 
Glassubstrat 8 hergestellt, um zu verhindern, daB Berei- 60 
che, in denen Mikrolinsen auszubilden sind, Licht ausge-' 
setzt werden. Betreffend die Lichttransmissionscharak- 
teristik einer herkommlichen Maske, wie in Fig. 5 dar- 
gestellt, sind die Lichtsperrschichten 9 fur Licht un- 
durchlassig, wahrend die anderen Bereiche auBer diesen 55 
Lichtsperrschichten 9 Licht durchlassen. 

Nun wird ein Verfahren zum Herstellen einer her- 
kommlichen Mikrolinse unter Verwendung einer derar- 
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tigen Maske beschrieben. Dabei veranschauliche.fr die 
Fig. 6A bis Fig. 6C Herstellschritte fur eine herkommli- 
che Mikrolinse. 

Wie es in Fig. 6A dargestellt ist, wird eine photoemp- 
findliche Schicht 7a auf die Einebnungsschicht 6 aufge- 
t ragen. AnschlieBend wird die photoempfindliche 
"Schicht 7a unter Verwendung der Maske von Fig. 3 be- 
lichtet und entwickelt, um fiber den Photodiodenberei- 
chen photoempfindliche Muster 7b mit einem vorgege- 
benen gegenseidgen Abstand auszubilden, wie es in 
Fig. 6B veranschaulicht ist Diese photoempfindlichen 
Muster 7b weisen abhangig von der Form einer Zelle 
eine quadratische oder anders rechteckige Form aus. 
Durch Ausfuhren einer Warmebehandlung an den pho- 
toempfindlichen Mustern 7b, um sie umzuschmelzen, 
werden Mikrolinsen 7 hergestellt, wie es in Fig. 6C ver- 
anschaulicht ist • 

Die herkommlichen, mittels des obigen Prozesses 
hergesteliten Mikrolinsen weisen die folgenden Nach- 
teile auf. 

Wenn der Kxummungsradius einer Mikrolinse klein 
wird, wird einfallendes Licht auf einen Punkt nahe bei 
derselben fokussiert So wird die photoempfindliche 
Schicht unter Verwendung einer Maske, die einfach in 
einen Lichtsperrbereich und einen Lichttransmissions- 
bereich unterteilt ist, entsprechend der Form einer Zelle 
mit quadratischer oder anders rechteckiger Form gemu- 
stert, und sie wird warmebehandelt, um eine Mikrolinse 
herzustellen, wobei sich der Krummungsradius dersel- 
ben verringert Dariiber hinaus besteht bei einer mit 
Rechteckform hergesteliten Mikrolinse eine groBe Dif- 
ferenz zwischen ihrem Krummungsradius in Breiten- 
und ihrem Krummungsradius in Langenrichtung, wo* 
durch einfallendes Licht nicht fehlerfrei auf die zugeho- 
rige Photodiode fokussiert wird, sondern ein Teil des 
Lichts auf die Einebnungsschicht oder die Farbfilter- 
schicht zwischen der Photodiode und der Mikrolinse 
fokussiert wird, was zu Lichtverlusten und einer Auflo- 
sungsverringerung fuhrt 

Der Erfindung liegtdie Aufgabe zugrunde, eine Mas- ' 
Ice zum Herstellen einer Mikrolinse zu schaffen, die gro- 
Ben Krummungsradius aufweist und bei der die Krum- 
mungsradien in Breiten- und Langenrichtung gleich sein 
konnen. 

Diese Aufgabe ist durch die Masken gemaB den bei- . 
gefugten unabhangigen Anspruchen gelost 

Die Erfindung wird im folgenden anhand durch Figu- . 
ren veranschaulichten Ausfiihrungsbeispielen naher er- 
lautert 

Fig. 1 zeigt das Layout eines iiblichen Festkorper- 
Bildsensors; 

Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht entlang der Linie A-A' 
inFig. 1; 

Fig. 3 ist eine Draufsicht auf eine herkommliche Mas- 
ke zum Mustern einer Mikrolinse fur ein Halbleiterbau- 
teil; 

Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang der Linie B-B' in 
Rg.3; 

Fig. 5 zeigt die Lichttransmissionscharakteristik einer 
herkommlichen Maske; 

Fig. 6A bis 6C veranschaulichen Herstellschritte fur 
eine herkommliche Mikrolinse unter Verwendung einer 
herkommlichen Maske zum, Mustern einer Mikrolinse 
eines Halbleiterbauteils; 

Fig. 7 ist eine Draufsicht auf eine Maske zum Mustern 
einer Mikrolinse gemaB einem ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel der Erfindung; 
Fig. 8 ist eine Schnittansicht entlang der Linie A-A' in 



Fig. 7; 

Fig. 9 zeigt die Lichttransmissionscharakteristik der 
Maske gemaB dem ersten AusfOhrungsbeispiel; 

Fig. 10 ist eine Draufsicht auf erne Maske zum.Mu- 
stern einer Mikrolinse gemaB einem zweiten bevorzug- 
ten AusfOhrungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 1 1 ist eine Schnittansicht entlang der Linie B-B' 
in Fig. 10; 

Fig. 12A bis 12C veranschaulichen Herstellschritte 
fur eine Mikrolinse. mit der Maske gemaB dem ersten 
bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel; 

Fig. 13 ist eine Draufsicht auf eine Maske zum Mu- 
stern einer Mikrolinse eines Halbleiterbauteils gemaB 
einem dritten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der Er- 
findung; 

Fig. 14A und 14B sind Schnittansichten eines Photo- 
resistmusters, wie es unter Verwendung der Maske des 
dritten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels hergestellt 
wurde; 

Fig. 15A und 15B sind Schnittansichten einer Mikro- 
linse gemaB dem dritten bevorzugten Ausfiihrungsbei- 
spiel; 

Fig. 16 ist eine Draufsicht zum Veranschaulichen des 
Aufbaus der Maske vonFlg. 13; und 

Fig. 17A und 17B zeigen den KrOmmungsradius einer 
herkommlichen Linse und den Kriimmungsradius einer 
gemaB der Erfindung hergestellten Mikrolinse zum Ver- 
gleich. 

Erstes bevorzugtes AusfOhrungsbeispiel 



Zweites bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel 

Fig. 10 zeigt eine Draufsicht einer Maske zum Mu- 
stern einer Mikrolinse eines Halbleiterbauteils gemaB 
5 einem zweiten bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der 
Erfindung, und Fig. 1 1 ist eine Schnittansicht entlang 
der Linie B-B' in Fig. 10. 

Das zweite AusfOhrungsbeispiel der Erfindung be- 
trifft eine Halbtonmaske zum Mustern einer Mikrolinse, 
io wenn eine Zelle quadratische Form aufweist Eine 
Haupt-Lichtsperrschicht (Cr) 12, die Licht vollstandig 
ausblendet, ist quadratisch in einem Bereich eines Glas- 
substrats ausgebildet, der dem Zentrum einer Mikrolin- 
se entspricht Diese Haupt-Lichtsperrschicht 12 wird 
is von mehreren Halbton-Lichtsperrschichten 14 urn- 
schlossen, die andere Lichttransmission als die Haupt- 
Lichtsperrschicht 12 aufweisen. Die benachbart zur 
Haupt-Lichtsperrschicht 12 liegenden Halbton-Licht- 
sperrschichten 14 bestehen aus einem Material mit nied- 
20 rigem Lichttransmissionsvermogen, und die auBerste 
der Halbton-Lichtsperrschichten 14 besteht aus einem 
Material mit hoherem Lichttransmissionsvermogen, als 
es die anderen Schichten aufweisen. Die Lichttransmis- 
sionscharakteristik der Maske dieses zweiten Ausfuh- 
25 rungsbeispiels ist dieselbe wie die beim ersten AusfOh- 
rungsbeispiel. 

Drittes bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel 



Fig. 7 ist eine Draufsicht auf eine Maske zum Struktu- 
rieren einer Mikrolinse eines Halbleiterbauteils gemaB 
einem ersten bevorzugten AusfOhrungsbeispiel der Er- 
findung, und Fig. 8 ist eine Schnittansicht entlang der 35 
Linie A- A' in Fig. 7. 

* Das erste AusfOhrungsbeispiel der Erfindung betrifft 
eme Maske zum Strukturieren einer Mikrolinse, wenn 
v ;eine Zelle quadratische Form aufweist Eine Haupt- 
Lichtsperrschicht (Cr) 12, die Licht vollstandig ausblen- 
det, ist auf einem Bereich eines Glassubstrats 11, der 
dem Zentrum einer Mikrolinse entspricht, ausgebildet 
Diese Haupt-Lichtsperrschicht 12 ist durch mehrere 
Hilfs-Lichtsperrschichten 13 umschiossen, die mit vor- 
bestimmten gegenseitigen Abstanden ausgebildet sind. 

Jede Hilfs-Lichtsperrschicht 13 ist so konzipiert, daB 
sie regelmaBige Breite aufweist, damit die zu den Hilfs- 
Lichtsperrschichten 13 gestrahlte Lichtintensitat um so 
groBer wird, je groBer die Intervalle zwischen den Hilfs- 
Lichtsperrschichten 13 sind. AuBerdem kann der Ab- 
stand zwischen den Hilfs-Lichtsperrschichten 13 um so 
groBer sein, je groBer die Intervalle zwischen den Hilfs- 
Lichtsperrschichten 13 und der Haupt-Lichtsperrschicht 
12 sind. Als anderes Verfahren kann die Breite der.au- 
Bersten Hilfs-Lichtsperrschicht 13 schmaler als die der 
anderen sein, wobei der Abstand zwischen den Hilfs- 
Lichtsperrschichten 13 konstant ist 

Fig. 9 zeigt graphisch die Lichttransmissionscharak- 
teristik der Maske dieses Ausfuhrungsbeispiels, wobei 
das durch die Maske gestrahlte Licht die folgenden Ei- 
genschaften aufweist Die Intensitat des einfallenden 
Lichts nimmt im Bereich der Haupt-Lichtsperrschicht 
12 auf einem Wafer ab, und die Lichtintensitat ist in 
Bereichen hoher, die von der Haupt-Lichtsperrschicht 
12 entfernt sind Die photoempfindliche Schicht belich- 
tet, wobei die Maske des Ausfuhrungsbeispiels verwen- 
det wird, um ein Muster mit gerundeten Konturen her- 
zustellen. 



30 Fig- 13 zeigt eine Draufsicht auf eine Maske zum Mu- 
stern einer Mikrolinse eines Halbleiterbauteils gemaB 
einem dritten bevorzugten AusfOhrungsbeispiel der Er- 
findung. Fig. 14A ist eine Schnittansicht entlang der 
Hauptachse in Fig. 13, und Fig. 14B ist eine Schnittan- 
sicht entlang der Nebenachse in Fig. 13. Fig. 15A zeigt 
die Form einer Linse, gesehen von der Hauptachse aus, 
sowie ihren KrOmmungsradius, und Fig. 15B zeigt die 
Form einer Linse, gesehen von der Nebenachse aus, und 
ihren KrOmmungsradius. Fig. 16 ist eine Draufsicht zum 
Veranschaulichen des Aufbaus der Maske von Fig. 13. 

Das dritte AusfOhrungsbeispiel der Erfindung betrifft 
eine Maske zum Mustern einer Mikrolinse dann, wenn 
eine Zelle rechteckige Form aufweist, und Hilfs-Licht- 
sperrschichten 13 sind nur in der Nebenachsenrichtung 
auf der Zelle ausgebildet Wenn die Form der Zelle ein 
Rechteck ist, ist eine erste Haupt-Lichtsperrschicht 12a 
so im Zentrum der Zelle ausgebildet, daB sie schmaler 
als die Zelle ist, und zweite Haupt-Lichtsperrschichten 
12b sind an den beiden Seiten der ersten Haupt- Licht- . 
sperrschicht 12a in der Hauptachsenrichtung ausgebil- 
det Die zweiten Haupt-Lichtsperrschichten 12b verfu- 
gen Ober Trapezform. Mehrere Hilfs-Lichtsperrschich- 
ten 13 sind in.demjenigen Bereich der Zelle ausgebildet, 
in dem weder die erste noch die zweite Haupt-Licht- 
sperrschicht 12a bzw. 12b ausgebildet sind 

Nun wird der Aufbau der Maske gemaB idem dritten 
bevorzugten AusfOhrungsbeispiel detaillierter beschrie- 
ben. 

Je langer die Intervalle zwischen den Hilfs-Licht- 
sperrschichten 13 und den Haupt-Lichtsperrschichten 
sind, desto hoher ist das Lichttransmissionsvermogen. 
DemgemaB wird die Photoresistschicht unter Verwen- 
dung der genannten Maske strukturiert, um das Muster 
der Fig. 14A und 14B herzustellen. Das Photoresistmu- 
ster 7b weist in der Hauptachsenrichtung, ohne die 
Hilfs-Lichtsperrschichten 13, Rechteckverlauf auf, wie 
in Fig. 14A dargestellt Das Photoresistmuster 7b in 
Richtung der Nebenachse, mit den Hilfs-Lichtsperr- 
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schichten 13, weist gerundeten Verlauf auf, wie es in 
Fig. 14B dargesteQt ist Am Photoresistmuster 7b ist ei- 
ne. Warmebehandlung ausgefiihrt, urn eine Mikroiinse 
herzustellen, deren Krummung in Breitenrichtung so 
konzipiert werden kann, daB sie mit der in der Langen- 
richtung ubereinstirnmt, wie es in den Fig. 15A und 15B 
dargestellt ist 

Viertes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

Ein viertes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung betrifft eine Maske zum Mustern einer Mikro- 
iinse im Fail einer rechteckigen Zelle, und auf der Zelle 
sind Halbton-Lichtsperrschichten ausgebildet, die als 
Hilfsschichten dienen. 

Funftes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

Ein funftes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung betrifft eine Negativmaske zum Mustern einer 
Mikroiinse mit demselben Aufbau wie jeweils beim er- 
sten bis vierten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung. 

Wenn eine Mikroiinse unter Verwendung einer Ne- 
gativphotoresistschicht hergestellt wird, unterscheidet 
sich die Anordnung lichtdurchlassiger und Licht sper- 
render Schichten in der Maske von der beim ersten 
bevorzugten Ausf uhrungsbeispieL 

Jede Hilfs-Lichtsperrschicht 13 ist so konzipiert, daB 
sie regelmaBige Breite aufweist, damit die Lichtintensi 1 
tat um so kleiner wird, je langer die Intervalle zwischen 
den Hilfs-Lichtsperrschichten 13 und der Haupt-Licht- 
sperrschicht 12 sind. AuBerdem kann der Zwischenraum 
zwischen den Hilfs-Lichtsperrschichten 13 um so 
schmaler sein, je langer die Intervalle zwischen den 
Hilfs-Lichtsperrschichten 13 und der Haupt-Lichtsperr- 
,schicht 12 sind. Als anderes Verfahren kann die Breite 
ider auBersten Hilfs-Lichtsperrschichten 13 groBer als 
* die der anderen sein, wobei der Abstand zwischen den 
Hilfs-Lichtsperrschichten 13 gleich ist 

AuBerdem kann das zweite Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung dadurch modifiziert werden, daB die licht- 
durchlassigen und Licht sperrenden Bereiche gegenein- 
ander vertauscht werden. Anders gesagt, wird die 
Haupt-Lichtsperrschicht 12 ein lichtdurchlassiger Be- 
reich, und mehrere Halbton-Lichtsperrschichten 14 be- 
nachbart zur Haupt-Lichtsperrschicht 12 werden aus 
einem Material mit hohem Lichttransmissionsvermogen 
hergestellt, wahrend die auBerste der Halbton-Licht- 
sperrschichten 14 aus einem Material mit niedrigerem 
Lichttransmissionsvermogen als dem der anderen 
Schichten hergestellt wird. 

Auch das dritte und vierte Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung ' konnen so modifiziert werden, daB licht- 
durchlassige und Licht sperrende Bereiche gegenein- 
ander vertauscht werden. 

DemgemaB sind die Lichttransmissionseigenschaften 
einer Maske zum Mustern einer Mikroiinse entgegen- 
gesetzt zu denen, wie sie graphisch in Fig. 9 dargestellt 
sind. Wenn eine Negativphotoresistschicht verwendet 
wird, ist das Photoresistmuster 7b dasselbe wie beim 
ersten oder zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel. 

In den Fig, 12A bis 12C sind Herstellschritte fur eine 
Mikroiinse unter Verwendung einer Maske gemaB ei- 
nem der Ausfiihrungsbeispiele veranschaulicht 

Die Photoresistschicht 7a wird auf die Einebnun- 
gsschicht 6 aufgetragen, wie es in Fig. 12A dargestellt 
ist Wenn die Maske des ersten oder zweiten bevorzug- 



ten Ausfuhrungsbeispiels verwendet wird, wird eine Po- 
sitivphotoresistschicht abgeschieden, und wenn die 
Maske des dritten oder vierten bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels verwendet wird, wird eine Negativphoto- 

5 resistschicht abgeschieden. GemaB Fig. 12B wird die 
Photoresistschicht unter Verwendung der Maske ge- 
maB einem 'der Ausfuhrungsbeispiele 1 bis 4 belichtet 
und entwickelt, um Photoresistmuster 7b mit vorbe- 
stimmtem gegenseitigem Abstand auf den Photodioden 

io herzustellen. 

Die Maske zum Mustern einer Mikroiinse hat entwe- 
der die. Lichttransmissionscharakteristik von Fig. 9, 
oder eine solche, die dazu entgegengesetzt ist, und das 
Photoresistmuster 7b verfiigt iiber eine abgerundete 

15 Kontur. 

Wie es in Fig. 12C dargestellt ist, wird jedes Photore- 
sistmuster 7b thermisch behandelt, um mittels Um- 
schmelzung eine Mikroiinse 7 herzustellen. Die mittels 
des obigen Prozesses hergestellte Mikroiinse verfiigt 

20 uber einen groBeren Kriimmungsradius als eine her- 
kommliche Linse. 

Die Maske zum Mustern einer Mikroiinse sowie das 
Verfahren zum Herstellen einer Mikroiinse unter Ver- 
wendung dieser Maske, wie oben beschrieben, weisen 

25 diefolgendenVorteile auf. 

. Erstens ist, wenn die Form, der Zelle quadratisch ist, 
die Haupt-Lichtsperrschicht der Maske von Hilfs-Licht- 
sperrschichten umgeben, deren Lichttransmissionsver- 
mogen um so hoher ist, je gr5Ber die Intervalle zwischen 

30 den Haupt- und einer der Hilfsschichten sind. Die Pho- 
toresistschicht wird unter Verwendung dieser Maske 
belichtet und entwickelt, um dadurch ein Photoresist- 
muster mit abgerundeter Kontur herzustellen, und 
durch Umschmelzen des Photoresistmusters wird die 

35 Krummung der Mikroiinse groBer als bei einer her- 
kommlichen Linse, was aus Fig. 17A deutlicher erkenn- 
bar ist, die den Krummungsradius einer durch eine her- 
kommliche Maske hergesteDten Linse zeigt, wahrend 
Fig. 17B den Krummungsradius einer durch eine erfin- 

40 dungsgemaBe Maske hergestellten Mikroiinse zeigt. 
Daher ermoglichen es mittels der erfindungsgemaBen 
Maske hergestellte Mikrolinsen, einfallendes Licht feh- 
lerfrei auf entsprechende Photodioden zu fokussieren. 
Zweitens kann dann, wenn die Form einer Zelle recht- 

45 eckig ist, eine herkommliche Mikroiinse, deren Krum- 
mungsradius in Breitenrichtung von dem in Langenrich- 
tung verschieden ist, einfallendes Licht nicht korrekt auf 
die entsprechende Photodiode fokussieren, wahrend bei 
einer erfindungsgemaBen Mikroiinse der Kriimmungs- 

50 radius in Breitenrichtung ahnlich demjenigen in Lan- 
genrichtung ist, was Verluste einfallenden Lichts aus- 
schlieBt und eine Verbesserung der Empfindlichkeit und 
Auflosung gewahrleistet, wodurch das Problem von 
Bildverschmierung beseitigt ist 
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Patentanspriiche 

1. Maske zum Mustern einer Mikroiinse, gekenn- 
zeichnet durch: 

. — ein Glassiibstrat; 

— einen Haupt-Lichtsperrbereich (12; 12a, 
12b), der auf einem vorbestimmten Gebiet des 
Glassubstrats ausgebildet ist; und 

— Hilfs-Lichtsperrbereiche (13), die um den 
Haupt-Lichtsperrbereich herum oder auf ei- 
nem Teil desselben so ausgebildet sind, daB, je 
groBer der Abstand zwischen dem Haupt- und 
einem jeweiligen Hilfs-Lichtsperrbereich ist, 
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die Intensitat des dort hindurchgestrahlten 
Lichts um so groBer wird 

2. Maske nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Hilfs-Lichtsperrbereiche ,(13) licht- 
durchlassig sind und die Intensitat der durch die 5 
Hilfs-Lichtsperrbereiche hindurchgestrahlten 
Lichts um so groBer wird, je groBer der Abstand 
zwischen dem Haupt-Lichtsperrbereich (12; 12a, 
12b) und einem jeweiligen Hilfs-Lichtsperrberei- 
chen ist 10 

3. Maske zum Mustern einer Mikrolinse, gekenn- 
zeichnet durch: 

— ein Glassubstrat; 

— eine Haupt-Lichtsperrschicht (12), die auf 
einem vorbestimmten Gebiet des Glassub- 15 
strats ausgebildet ist; und 

. — mehrere Hilfs-Lichtsperrschichten (13), die 
so ausgebildet sind, daB sie die Haupt-Licht- 
sperrschicht umgeben. 

4. Maske nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 20 
net, daB mehrere der Hilfs-Lichtsperrschichten re- 
gelmaBige Breite aufweisen und der Abstand zwi- 
schen ihnen um so groBer wird, je groBer der Ab- 
stand zwischen der Haupt- und einer jeweiligen - 
Hilfs-Lichtsperrschicht ist 25 

5. Maske nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- . 
net, daB der Abstand zwischen den Hilfs-Licht- 
sperrschichten (13) konstant ist und die Breite jeder 
Hpfs-Lichtsperrschicht um so kleiner ist, je groBer 
der Abstand zwischen der Haupt-Lichtsperrschicht 30 
(12) und der jeweiligen Hilfs-Lichtsperrschicht ist 

6. Maske nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Haupt-Lichtsperrschicht (12) eine licht- 
durchlassige Schicht ist und daB mehrere Hilfs- 
Lichtsperrschichten um diese lichtdurchlassige 35 
Schicht herum ausgebildet sind. 

7. Maske nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net daB die Hilfs-Lichtsperrschichten so konzipiert 
sind, daB sie regelmaBige Breite aufweisen, und daB 
der Abstand zwischen ihnen um so kleiner ist, je 40 
groBer der Abstand zwischen der lichtdurchlassi- 
gen Schicht und der jeweiligen Hilfs-Lichtsperr- 
schicht ist 

8. Maske nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Abstand zwischen den Hilfs-Licht- 45 
sperrschichten konstant ist und daB die Breite einer 
jeweiligen Hilfs-Lichtsperrschicht um so kleiner ist, 

je groBer der Abstand zwischen der lichtdurchlassi- 
gen Schicht und der jeweiligen Hilfs-Lichtsperr- 
schicht ist 50 

9. Maske nach Anspruch 6, dadurch g'ekennzeich- 
net, daB die Haupt-Lichtsperrschicht rechtwinklig, 
speziell quadratisch,oder rund ausgebildet ist 

10. Maske zum Mustern einer Mikrolinse, gekenn- 
zeichnet durch: 55 

— ein Glassubstrat; 

— eine Haupt-Lichtsperrschicht (12), die in ei- 
nem vorbestimmten Gebiet auf dem Glassub- 
strat ausgebildet ist; und 

— mehrere Halbton-Lichtsperrschichten (14), 60 
die so ausgebildet sind, daB sie die Haupt- 

, Lichtsperrschichten umgeben. 
i 1. Maske nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Halbton-Lichtsperrschichten (14) re- 
gelmaBige Breite aufweisen und die Lichtdurchlas- 65 
sigkeit jeder derselben um so hoher ist, je groBer 
der Abstand zwischen der Haupt-Lichtsperrschicht 
und der jeweiligen Halbton-Lichtsperrschicht ist 
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12. Maske nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Haupt-Lichtsperrschicht (12) licht- 
durchlassig ist und daB die Lichtdurchlassigkeit je- 
der Halbton-Lichtsperrschicht (14) um so geringer 
ist, je groBer der Abstand zwischen der lichtdurch- 
lassigen Schicht und der jeweiligen Halbton-Licht- 
sperrschicht ist 

13. Maske zum Mustern einer Mikrolinse bei einer 
rechteckigen Zellenanordnung, gekennzeichnet 
durch: 

— ein Glassubstrat; 

— eine erste Haupt-Lichtsperrschicht (12a), 
die auf dem Glassubstrats am Zentrum der 
Zelle so ausgebildet ist, daB sie die Form der 
Zelle aufweist; 

— zweite Haupt-Lichtsperrschichten (12b), die 
in der Hauptachse mit der ersten Haupt-Licht- 
sperrschicht verbunden sind und trapezfdrmig 
so ausgebildet sind, daB sie an ihren auBersten 
Enden in der Nebenachse die Breite einer Zel- 
le aufweisen; und 

— Hilfs-Lichtsperrschichten (13), die auf dem- 
jenigen Bereich der Zelle ausgebildet sind, 
iiber dem die erste und zweite Haupt-Licht- 
sperrschicht nicht ausgebildet sind. 

14. Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Hilfs-Lichtsperrschichten (13) so konzi- 
piert sind, daB sie konstante Breite aufweisen, und 
der Abstand zwischen den Hilfs-Lichtsperrschich- 
ten um so kleiner ist, je groBer der Abstand zwi- 
schen der lichtdurchlassigen Schicht und der jewei- 
ligen Hilfs-Sperrschicht ist 

15; Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Abstand zwischen den Hilfs-Licht- 
sperrschichten so konzipiert ist, daB. er konstant ist, 
und die Breite jeder Hilfs-Lichtsperrschicht um so 
kleiner ist, je groBer der Abstand zwischen der 
Haupt- und der jeweiligen Hilfs-Lichtsperrschicht 
ist 

16. Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Haupt-Lichtsperrschicht als lichtdurch- 
lassige Schicht dient und mehrere Hilfs-Lichtsperr- 
schichten um diese lichtdurchlassige Schicht herum 
ausgebildet sind 

17. Maske nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Breite jeder Hilfs-Lichtsperrschicht 
konstant ist und der Abstand zwischen den Hilfs- 
Lichtsperrschichten um so kleiner ist, je groBer der 
Abstand zwischen der lichtdurchlassigen Schicht 
und der jeweiligen Hilfs-Lichtsperrschicht ist 

18. Maske nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Abstande zwischen den Hilfs-Licht- 
sperrschichten konstant sind und daB die Breite je- 
der Hilfs-Lichtsperrschicht um so kleiner ist, je gro- 
Ber der Abstand zwischen der lichtdurchlassigen 
Schicht und der jeweiligen Hilfs-Lichtsperrschicht 
ist 

1 9. Maske nach Anspruch 1 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die erste Haupt-Lichtsperrschicht (12a) auf 
einem Rechteckbereich ausgebildet ist, der vier 
zentralen Unterteilungen entspricht, die durch 
Vierteln sowohl der Lange als auch der Breite des 
Gebiets der rechteckigen Zelle ausgebildet sind, 
und zwei zweite Haupt-Lichtsperrschichten (12b) 
iiber demjenigen Gebiet der Zelle ausgebildet sind, 
das mit der ersten Haupt-Lichtsperrschicht in der 
Hauptachse zu verbinden ist, und zwar auf Grund- 
lage einer Diagonalen zwischen den Kanten der 
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ersten Haupt-Lichtsperrschicht und den Kanten 
derZelle. 



Hierzu 10 Seite(n) Zeichnungen 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



. 40 



45 



50 



55 



65 



. ..rimer: 
Int. CI. 6 :' 

Offenlegungstag: 



DE 196 48 063 A1 
G 03 F 1/00 

20. November 199 




702 047/47 



ze\ch"nungen SEVTE 2 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 196 48 063 AT 
G 03 F 1/00 

20. November 1997 



FIG.1 

STAND DER TECHNIK 



VCCD 




FIG.2 

STAND DER TECHNIK 



HCCD 



7 


r r g 




'/<//// /K \ \ \ \ \ \ IV YYY YJ5L 




i 


) ) • 

.2 3 

■ 





L 



702 047/477 



Hummer: 
Int. CL 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 196 48 063 / 
G03F 1/00 

20. November 1! 



FIG.3 . 

STAND DER TECHNIK 



B 




FIG.4- 

STAND DER TECHNIK 




8 



FIG.5 

STAND DER. TECHNIK 



LICHT- 
AMPLITUDE 



ABSTAND 



702 047/47 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offeniegungstag: 



DE 196 48 063 At 
G 03 F 1/00 

20. November 1997 



FIG.6A 

STAND DER TECHNIK 




FIG.6B 

STAND DER TECHNIK 




FIG.6C 

STAND DER TECHNIK 




-6 



702 047/477 



ji i ii i icti . 

Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



G03F 1/00 

20. November 1£ 



FIG.9 




702 047/477 



ZE1CHNUNGEN SErrE u Nummer: DE 19648063 AT 

Int. CI. 6 : G03F 1/00 

Offenlegungstag: 20. November 1997 



FIG. 10 
12 

\ 




FIG. 11 



—11 




14 12 



702 047/477 



. ..jmmer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 196 48 063 A1 
G03F 1/00 

20. November 199". 



FIG.12A 



J — 7a 



— 6 



FIG.12B 




T— 6 i 

J . I 

! 

. ' i 



702 047/477 



ZEtCHNONGEN SEYTE b 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 136 4$ 063 At 
G 03 F 1/00 

20. November 1997 



FIG. 13 




702 047/477 



. ..nmer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 196 48 063 A 
G03F 1/00 

20. November 19< 



FIG.14A FIG.14B 




702 047/47' 



2E1CHNUNGEN SEITE 1u 



Nummer: 
Int-CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 136 43 063 AT 
G03F 1/00. 

20. November 1997 




702 047/477 



